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产品特性 

◼ 超高耐压--500V 

◼ 高斩波频率 

◼ 宽电压范围 

--4.0 至 200V 

◼ 宽工作温度范围 

◼ EMC 性能良好 

◼ 小型封装 

--3-脚 SIP  

 

 

 

 

产品应用 

◼ 阀门及电磁阀状态检测 

◼ 无刷电机位置传感器 

◼ 接近开关 

◼ 转速表 

 

 

 

 

产品描述 

SC919H 采用超高压 BiCMOS 技术生产，

是斩波稳定霍尔效应传感器，提供具有卓越

灵敏度、温度稳定性和综合保护功能的磁传

感解决方案。 

通过动态偏移抵消，可以实现卓越的高

温性能，有效降低了由器件注塑、温度和热

应力引起的失调电压。每个器件在单个硅芯

片上包括一个高压稳压器，霍尔电压发生器，

小信号放大器，斩波稳定器，施密特触发器，

和一个可达到 10mA 灌电流能力的漏极输出。 

集成稳压器允许电源电压4.0V至200V，

使该器件适用于广泛的工业和汽车应用 

该芯片提供 3 脚 SIP 封装(UA)。该封装

是 100%无铅亚光镀锡引线封装。 
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订货信息 

型号 包装 封装 环境温度 BOP(典型值) BRP(典型值.) 

SC919HUA 散装，1000 颗/包 3-pin SIP -40℃~ 150℃ +7.0mT -7.0mT 
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3-脚 SIP

UA封装

(俯视图)

引脚描述 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引脚 
类型 描述 

名称 序号 

VDD 1 电源 4.0V~ 200 V 电源电压 

GND 2 地 地 

OUT 3 输出 漏极开路输出，使用需要外接上拉电阻 
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极限参数 

工作的自然温度范围(除非另有说明) 
(1)
 

参数 符号 最小值 最大值 单位 

电源端耐压 VDD -0.5(2) 500 V 

输出端耐压 VOUT -0.5 500 V 

输出灌电流 ISINK 0 30 mA 

工作温度范围 TA -40 150 ℃ 

最大结温 TJ -55 165 ℃ 

储存温度 TSTG -65 175 ℃ 

(1) 以上列出的应力可能会对器件造成永久性的损害。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。. 

(2) 设计保证. 

静电保护 

人体模型(HBM)测试按照 AEC-Q100-002 标准 

类型 符号 最小值 最大值 单位 

静电防护（HBM） VESD -4 +4 kV 

热特性 

符号 参数 测试环境 值 单位 

RθJA UA 封装热阻 单层 PCB，覆铜仅限于在焊盘上 166 ℃/W 
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工作参数 

电性能参数 

工作的自然温度范围内(VDD = 5.0V,除非另有说明) 

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VDD 工作电压(1) TJ < TJ(Max.) 4.0 -- 200 V 

IDD（off） 

工作电流 

VDD=2.5 to 24 V, 

TA=25℃ 
0.8 1.2 2.0 mA 

IDD（on） 
VDD=2.5 to 24 V, 

TA=25℃ 
0.8 1.2 2.0 mA 

ton 上电时间  -- 35 50 µS 

IQL 输出漏电流 Output Hi-Z -- -- 1 µA 

RDS (on) 输出导通电阻 

VDD=5V, IO=10mA, 

TA=25℃ 
-- 40 -- Ω 

VDD=5V, IO=10mA, 

TA=125℃ 
-- 70 -- Ω 

td 输出延时时间 B=BRP to BOP -- 3 5 µS 

tr 
输出上升沿时间 (10% to 

90%) 
Co=50pF -- -- 0.5 µS 

tf 
输出下降沿时间 (90% to 

10%) 
Co=50pF -- -- 0.2 µS 

(1) 最大工作电压必须根据功耗和结温进行调整，见热特性 
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磁性能参数 

工作的自然温度范围内(除非另有说明) 

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

fBW 带宽  20 -- -- kHz 

SC919H  +7.0 / -7.0 mT 

BOP 磁场开启点 

TA=-40℃ to 150℃ 

+4.0 +7.0 +10.0 mT 

BRP 磁场关闭点 -10.0 -7.0 -4.0 mT 

BHYS 迟滞 8.0 14.0 20.0 mT 

BO 磁场对称性 BO=(BOP+BRP)/2 -3.0 0 +3.0 mT 

(1) 1mT=10Gs 

(2) 磁通密度 B 在北极磁场指向丝印面时为负值，在南极磁场指向丝印面时为正值. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.semiment.com

SC919H
超高压数字锁存霍尔效应传感器

 

赛卓电子科技（上海）Rev. A/1.0

- 8 - 

1.0

0 20 40 60 80 100

TA=25℃

-40 0 40 80 120 160

VDD=5V

IDD vs VDD

100

200

300

100

200

300

400

500

600

0 20 40 60 80 100

TA=25℃

-40 0 40 80 120 160

VDD=5V

S
a

tu
ra

ti
o

n
 V

o
lt
a

g
e

 (
m

V
)

S
u

p
p

ly
 C

u
rr

e
n

t 
(m

A
)

Supply Voltage (V)

S
u

p
p

ly
 C

u
rr

e
n

t 
(m

A
)

Ambient Temperature (℃)

IDD vs TA

VQ(sat) vs VDD VQ(sat) vs TA

S
a

tu
ra

ti
o

n
 V

o
lt
a

g
e

 (
m

V
)

Supply Voltage (V) Ambient Temperature (℃)

IOUT=5mA

IOUT=5mA

0.5

1.5

2.0

2.5

3.0

1.0

0.5

1.5

2.0

2.5

3.0

250

150

50

特性曲线 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC2446 



www.semiment.com

SC919H
超高压数字锁存霍尔效应传感器

 

赛卓电子科技（上海）Rev. A/1.0

- 9 - 

-5

0

10

13

14

16

-40 0 40 80 120 160

VDD=5V 

-40 0 40 80 120 160

BOP and BRP vs  TA

-10

15

BHYS5

15

BOP

BRP

BHYS  vs  TA

Ambient Temperature (℃)Ambient Temperature (℃)

M
a

g
n

e
ti
c
 F

ie
ld

 (
m

T
)

M
a

g
n

e
ti
c
 F

ie
ld

 (
m

T
)

SC919H SC919H

VDD=5V 

特性曲线 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.semiment.com

SC919H
超高压数字锁存霍尔效应传感器

 

赛卓电子科技（上海）Rev. A/1.0

- 10 - 

UA 封装 UA 封装

1 2 3 1 2 3

S

N

N

S

B> BOP  OUT=Low |B| <|BRP|  OUT=High

S=南极，N=北极

功能描述  

SC919H 芯片是一款数字锁存输出斩波稳定的磁霍尔传感器。该器件的供电电压在 4.0 - 200V

之间。此外，该器件可以承受高达 500V 的瞬态电压。 

当垂直作用于霍尔元件的南极磁场强度超过工作点阈值时，SC919H 输出低电平(开启)，输出端

可灌电流 10mA，输出电压为饱和电压 VQ(sat)。当磁场强度降低到释放点 BRP以下时，器件输出高电

平(关断)。磁场工作点和释放点的差异即为器件的磁滞 BHYS，这种内建的迟滞使器件可以免受外部机

械振动和电气噪声的干扰。 

器件输出端需外接一个上拉电阻。输出端可以被上拉到 VDD或其他不同的电压电源，这使得器件

与控制器电路的接口更加容易。 

磁场方向定义 

磁场 S 极正对芯片丝印面定义为正磁场。  
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OUT

B (mT)BOPBRP 0

BHYS

(North) (South)

传递函数 

在磁场强度小于 BOP且大于 BRP的迟滞区上电时，允许不确定的输出状态。在磁场强度第一次超

出 BOP或 BRP之后，就可以达到正确的状态。如果磁场强度大于 BOP，则输出被拉低。如果磁场强度

小于 BRP，则输出被释放。 
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OUT
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典型应用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC919H 内部有电压调节器，可以在宽供电电压范围内工作。当器件工作于非稳压电源供电的应

用时，必须在外部添加瞬态保护。对于使用稳压电源线路供电的应用，可能仍然需要 EMI/RFI 保护。

强烈建议电源端与接地端使用外接电容，可降低外部噪声及内部斩波频率技术产生的噪声，建议靠近

芯片 VDD电源端并联 C1 电容到地，其典型值为 0.1µF。同时在外部可选配串联电阻 R1 其典型值为

100Ω。输出电容 CL用作输出滤波，典型值为 1nF。 

根据系统带宽规范选择一个 CL值:  

𝐶𝐿 =
1

2π × 𝑅 × 𝑓 (𝐻𝑧)
 

SC919H 器件的输出级是一个漏极开路 NMOS 管，可提供 10mA 的负载能力。调节上拉电阻

RL 的值使得其正常工作。RL 为开漏输出提供一个高电平。通常情况电流越小越好，但是更快的瞬态

响应和带宽需要，接更小的电阻 RL以实现更快的切换。 

VPULL不限于 VDD，可以连接到其他参考电压。该引脚的允许电压范围在极限参数中规定。 
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注:
1.供应商可选的实际本体和管脚形状尺寸位于图示范围内。
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